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Os cristais de Si:Ge sao de dificil obtengdo, devido ao alto grau de segregacao do Ge na
matriz de Si. Para tanto desenvolvemos um processo de crescimento, que consiste na apl@—
cagdo de um campo elétrico durante o processo de crescimento pelo método de Czochralski.
Esse campo aplicado ao cristal, produz um resfriamento da interface de crescimento (por
Efeito Peltier) levando a uma maior concentragao do dopante na matriz. Aplicamos esse
processo para cristais de Si dopados com Aluminio, e obtivemos uma concentragao de Al
muito maior que a esperada (o Al tambem tem um alto coeficiente de segregacao no Si).A-
plicamos agora esse processo aos cristais de Si:Ge. CNPQ
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Utilizamos a técnica de Czochralski com Encapsulamento Liquido (LEC)
para o crescimento de cristais de Arseneto de G3lio (GaAs). Esta técnica é
uma variagdo da técnica de Czochralski para o crescimento de compostos que
se dissociam ao fundir e consiste essencialmente em cobrir o "melt" com
uma camada liquida de éxido borico (B 0,) submetido d uma pressao de géas
inerte. Os experimentos foram realizaaos sob uma atmosfera de 2,5 atm de
argdnio. O componente mais indesejavel no B,0, & a &gua. Desenvolvemos um
método de desidratagdo do B,0, e caracterizfclo da umidade residual, rea-
lizada por absorgao no infrivérmelho, obtendo-se concentragdes proximas de
500 ppm. Experimentos de crescimento evidenciaram a degradagao da superfi
cie das sementes e dos cristais devido & perda de As, bem como uma conta-
minagao por Si associada & dissolugao do cadinho de quartzo pelo B,05 sob
fusao.

DEF/8:40/42f, | SINTESE E CRESCIMENTO DE MONOCRISTAIS DE BaLiF, - Sonia LiciaBaldochi,
Spero Penha Morato - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares -
IPEN/CNEN/SP - Jean-Yves Gesland - Université du Maine - Franca.

Nos Ultimos anos varios trabalhos tem sido realizados na busca de novas matrizes para
lasers de estado solido. InvestigacOes recentes mostraram que perovskitas cubicas,tais co
mo KZnF, e KMgF,, s3o matrizes interessantes para este tipo de aplicacéo. BaLiF, ¢€ uma
perovskita cubica invertida, onde o ion monovalente Li* substitui o fon divalente Ba’*, em
relacdo a uma estrutura perovskita cldassica. Esta propriedade pode ser interessante aopon
to de vista de configuracao de impurezas. .

Neste trabalho estamos estudando a sintese e o crescimento desta perovskita, a partir
da técnica Czochralski para futuras aplicacoes laser. O composto BaLiF; apresenta fusao in
congruente sendo o crescimento do monocristal obtido a partir de um liquido nao estequio
métrico. Este material € portanto previamente sintetizado e purificado através de um trg
tamento em atmosfera reativa no proprio forno de crescimento. Serdo apresentados os resul
tados obtidos para cristais puros de 30 x 70 mm nas direcoes [111], [110] e [100]. .
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